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【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｃ  16/06     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｃ  17/00    ６３３Ｂ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月19日(2011.10.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１グループと第２グループとに分離され、第１及び第２選択ライン間に配列されたワ
ードラインを有するメモリブロックと、
　選択されたワードラインが前記第１及び第２グループのうちの何れに属するかに従って
、前記第１及び第２選択ラインのアクティブ順序及び非選択ワードラインに印加される第
１及び第２読み出し電圧を決定する制御ロジックと、
　読み出し動作時、前記制御ロジックによって決定された結果によって、前記非選択され
たワードラインを前記第１及び第２読み出し電圧で駆動し、前記第１及び第２選択ライン
をアクティブにさせる行選択回路と、を含むことを特徴とするフラッシュメモリ装置。
【請求項２】
　前記第１グループは前記第１選択ラインと隣接し、前記第１選択ラインは接地選択ライ
ンに構成され、前記第２グループは前記第２選択ラインと隣接し、前記第２選択ラインは
ストリング選択ラインで構成されることを特徴とする請求項１に記載のフラッシュメモリ
装置。
【請求項３】
　前記第１読み出し電圧は第２読み出し電圧より低いことを特徴とする請求項１に記載の
フラッシュメモリ装置。
【請求項４】
　カップリング現象によって高まった前記第１読み出し電圧は第２読み出し電圧より高く
ないことを特徴とする請求項３に記載のフラッシュメモリ装置。
【請求項５】
　前記選択されたワードラインが前記第１グループに属する場合、前記行選択回路は前記
第２選択ラインにすぐ隣接した非選択されたワードラインを前記第１読み出し電圧で駆動
することを特徴とする請求項２に記載のフラッシュメモリ装置。
【請求項６】
　前記行選択回路は前記第１読み出し電圧が印加された非選択されたワードラインを除外
した残りの非選択されたワードラインを前記第２読み出し電圧で駆動することを特徴とす
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る請求項５に記載のフラッシュメモリ装置。
【請求項７】
　前記第２選択ラインはビットラインデベロップの際アクティブにされ、前記第１選択ラ
インはビットラインプリチャージの際アクティブにされることを特徴とする請求項６に記
載のフラッシュメモリ装置。
【請求項８】
　前記選択されたワードラインが前記第２グループに属する場合、前記行選択回路は前記
第１選択ラインにすぐ隣接した非選択されたワードラインを前記第１読み出し電圧で駆動
することを特徴とする請求項２に記載のフラッシュメモリ装置。
【請求項９】
　前記行選択回路は前記第１読み出し電圧が印加された非選択されたワードラインを除外
した残りの非選択されたワードラインを前記第２読み出し電圧で駆動することを特徴とす
る請求項８に記載のフラッシュメモリ装置。
【請求項１０】
　前記第１選択ラインは前記ビットラインデベロップの際アクティブにされ、前記第２選
択ラインは前記ビットラインプリチャージの際アクティブにされる請求項９に記載のフラ
ッシュメモリ装置。
【請求項１１】
　フラッシュメモリ装置と、
　前記フラッシュメモリ装置を制御するように構成されるメモリコントローラと、を含み
、
　前記フラッシュメモリ装置は請求項１に記載されたフラッシュメモリ装置であることを
特徴とするメモリシステム。
【請求項１２】
　マイクロプロセッサと、
　フラッシュメモリ装置と、
　前記マイクロプロセッサからの要請に従って、前記フラッシュメモリ装置を制御するよ
うに構成されるメモリコントローラと、を含み、
　前記フラッシュメモリ装置は請求項１に記載されたフラッシュメモリ装置であることを
特徴とするコンピューティングシステム。
【請求項１３】
　第１及び第２選択ラインの間に配置されるワードラインを有するメモリブロックを含む
フラッシュメモリ装置の読出し方法において、
　前記ワードラインは第１グループと第２グループとに分離され、
　前記方法は、
　選択されたワードラインが前記第１グループ又は前記第２グループのうちの何れに属す
るかを判別する段階と、
　前記選択されたワードラインが前記第１グループ又は前記第２グループのうちの何れに
属するかに従って、前記第１及び第２選択ラインのアクティブ順序を決定する段階と、
　非選択されたワードラインに提供される第１及び第２読出し電圧を決定する段階と、
　読出し動作の間に、前記非選択されたワードラインを前記第１及び第２読出し電圧で駆
動し、前記第１及び第２選択ラインをアクティブにさせる段階と、含むことを特徴とする
方法。
【請求項１４】
　前記第１グループは前記第１選択ラインと隣接し、
　前記第２グループは前記第２選択ラインと隣接し、
　前記第１選択ラインは接地選択ラインであり、前記第２選択ラインはストリング選択ラ
インであることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１読出し電圧は前記選択ラインの中で１つと隣接するワードラインへ提供され、
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　前記選択ラインの中で１つと隣接するワードラインは非選択されたワードラインのグル
ープに含まれ、
　前記第２読出し電圧は前記第１読出し電圧より高く、
　前記第２読出し電圧は前記選択ラインの中で１つと隣接するワードラインを除外した非
選択されたワードラインへ提供されることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１選択ラインをアクティブにさせる段階と、
　前記第２選択ラインをビットラインデベロップ区間の間にアクティブにさせる段階と、
をさらに含み、
　前記選択されたワードラインが前記第１グループに属する場合、前記第１読出し電圧は
ビットラインプリチャージ区間の間に前記第２選択ラインと隣接する非選択ワードライン
へ提供され、
　前記第２読出し電圧は前記第１及び第２グループに属する残りの非選択されたワードラ
インへ提供されることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２選択ラインをアクティブにさせる段階と、
　ビットラインデベロップ区間の間に前記第１選択ラインをアクティブにさせる段階と、
をさらに含み、
　前記選択されたワードラインが前記第２グループに属する場合、前記第１読出し電圧は
ビットラインプリチャージ区間の間に前記第１選択ラインと隣接する非選択されたワード
ラインへ提供され、
　前記第２読出し電圧は前記第１及び第２グループに属する残りの非選択されたワードラ
インへ提供されることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
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